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【 Abstract 】 We have been investigating the relation between dimensionality of 
intermolecular interaction, based on the overlap integrals, and mobility in organic 
semiconductors so as to construct organic field-effect transistors (OFETs) with good 
performance. We have found that BDH-TTP with a quasi-three-dimensional interaction 
exhibits a high mobility of 2.03 cm2/Vs and that its dimethyl analog MeDH-TTP exhibits a 
mobility of 8.14 ´ 10–3 cm2/Vs. In this paper, we report on the synthesis of CpDH-TTP, 
THPDH-TTP, and PDH-TTP, in which an outer dithiolane ring of BDH-TTP is substituted by 
cyclopentane, tetrahydropyran, and pyran rings, respectively, and on the fabrication and 
characterization of OFETs using these donor molecules as active layers. 
 
【序】我々は，高性能な有機電界効果トランジスタ(OFET)を構築するため，有機半
導体の重なり積分に基づく分子間相互作用の次元性と移動度の関係を調べており，す

でに，擬三次元的相互作用が示唆される BDH-TTPが高移動度(2.03 cm2/Vs)を示すこ
とを見出している[1]。また，BDH-TTPのジメチル類縁体であるMeDH-TTPの移動度
が 8.14 ´ 10–3 cm2/Vsであることを報告している[1]。本発表では，BDH-TTPの外側の
ジチオラン環をシクロペンタン環，テトラヒドロピラン環，ピラン環で置換した

CpDH-TTP，THPDH-TTP，
PDH-TTP の合成を成し
遂げ，これらの有機ドナ

ー分子を活性層に用い

た OFET の特性を調べ
たので報告する。 
 
【結果・考察】CpDH-TTP，THPDH-TTP，PDH-TTPの合成，および CpDH-TTPの結
晶構造，重なり積分，移動度は当日報告する。ここでは，THPDH-TTP と PDH-TTP
の結晶構造，重なり積分，単結晶移動度について述べる。 
	 THPDH-TTP の結晶構造では分子スタックが分子の長軸方向に並んで層を形成して
おり(Fig. 1 (a))，層内の重なり積分の計算ではスタック内に大きな絶対値(9.59 ´ 10–3)

が見積もられた(Fig. 1 (b))。一方，層間には大きな重なり積分は計算されなかった(Fig. 
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1 (c))。したがって，THPDH-TTPは一次元物質と見なされる。THPDH-TTPの移動度
を単結晶で測定した結果，8.50 ´ 10–4 cm2/Vsであった。 
 

 
 
	 PDH-TTP の結晶構造は THPDH-TTPと類似しており(Fig. 2 (a))，分子スタック内で
最も大きな重なり積分の絶対値(6.76 ´ 10–3)が計算されたことから(Fig. 2 (b), (c))，
PDH-TTPも一次元物質と見なされる。PDH-TTPの単結晶移動度は 1.25 ´ 10–2 cm2/Vs
であった。PDH-TTP の重なり積分の最大値は THPDH-TTP より小さいにもかかわら
ず，PDH-TTP が THPDH-TTP より高い移動度を示したのは，結晶表面と基板表面の
接触の良し悪しに起因していると考えられる。 
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Fig. 1. (1) Crystal structure and overlap integrals (b) within a layer and (c) between layers of THPDH-TTP.
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Fig. 2. (a) Crystal structure and overlap integrals (b) within a layer and (c) between Layers of PDH-TTP.
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